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BIRES M e rmrmeE, ELEMNE, Tamb=257)

fF= HR RBR{E Bafy
Vce FHIREEE +18 Vv
Vi ETPNEEIEY +15 Y,
Vid EIRARBE +30 Y,
Ptot INFE 680 mw
T{ERE LF347C 0~70 C
Toper
TVEEE LF347I -40~85 C
Tstg TR E -65~150 C
TLeAD SIENRE (V252 10s) 245 C

E RIRSHERIETICETORM MBI RNIRE. P—BIURIRE, BERREER mBs SRR, B
FERENRSE T, FReRIESRBILUESTE,

EEFFME (Vee=+15V, Tamp=25°C 155ki5 RS 9MRER)

A ﬁ {E I\
= R EAfy
=/IME | BEE | sXE
Vio BMAKIAEE (Rs=5Q) 3 13 mV
lio BINKIEERR 4 nA
lib BNBERR 20 nA
Avd KESHEEZE (RL=2KQ, Vo=+10V) 25 V/imV
SVR EBREE EHNEIEL (Rs=50Q) 65 75 dB
lcc PBIRIEHERSEEIR 1.4 2.5 mA
. N " o +15
Vicm i NILAREB [ R1ZE0E +11 o Vv
CMR HAEHDEIEL (Rs=50Q) 65 75 dB
los KR 10 50 60 mA
HIHEBEIZEE:
+Vopp | RL=2KQ 10 12 Vv
RL=10KQ 12 13.5
SR EEHRERER (Vin=10V, RL=2KQ, CL=100pF) 8 16 Vlus
tr $EIRAYE) Vin=200mV, RL=2KQ, CL=100pF 0.1 us
%&ﬁﬁ O
GBP @R _ 25 4 MHz
(f=100kHz , Vin=10mV , RL=2KQ, CL=100pF)
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Dimensions In Millimeters(DIP-14)

Symbol: A B D D1 E L L1 a c d
Min: 6.10 18.94 8.10 7.42 3.10 0.50 3.00 1.50 0.40
2.54 BSC
Max: 6.68 19.56 10.9 7.82 3.55 0.70 3.60 1.55 0.50
SOP-14
Q
B ’WT
SHHHHAAE 5
Sl
Al [l
L
r BHEBHOD a7
l.a [ .b Il 0.25
Dimensions In Millimeters(SOP-14)
Symbol: A A1 B C C1 D Q a b
Min: 1.35 0.05 8.55 5.80 3.80 0.40 0° 0.35
1.27 BSC
Max: 1.55 0.20 8.75 6.20 4.00 0.80 8° 0.45
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Dimensions In Millimeters(TSSOP-14)

Symbol: A A1 B C C1 D Q a b
Min: 0.85 0.05 4.90 6.20 4.30 0.40 0° 0.20

0.65BSC
Max: 0.95 0.20 5.10 6.60 4.50 0.80 8° 0.25
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	产品订购信息
	概述
	管脚说明
	极限参数(绝大最大额定值，若无其他规定，Tamb=25℃)
	电特性（Vcc=±15V，Tamp=25℃ 特殊情况另外说明）
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	修订历史
	重要声明：
	华冠半导体保留未经通知更改所提供的产品和服务。客户在订货前应获取最新的相关信息，并核实这些信息是否最
	客户在使用华冠半导体产品进行系统设计和整机制造时有责任遵守安全标准并采取安全措施。您将自行承担以下全
	华冠半导体产品未获得生命支持、军事、航空航天等领域应用之许可，华冠半导体将不承担产品在这些领域应用造
	华冠半导体所生产半导体产品的性能提供技术和可靠性数据（包括数据表）、设计资源（包括参考设计）、应用或
	华冠半导体的文档资料，授权您仅可将这些资源用于研发本资料所述的产品的应用。您无权使用任何其他华冠半导
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